






























































電気光学効果素子(SclfElcctro-optic Effect Device. SEED)を対象に， .l-_~'己の課題について研究を
行い，本論文にその結史をまとめている。
まず，光照射下で‘のS日mを含んだ非線形電子制路の動作特性について，光電流と起格子に印加されて
いる電界のフィードパック機構を表現するポテンシャル関数を導入し，双'~定性および多重安定性動作特
性を明らかにしている。また，その解析からSEED回路系の準安定状態を見出し，それを利用した3状態
光スイッチング素子が実現できることを示している。
次に， SEEDの光応答特性を低下させる主要因である光吸収飽和特性について検討を行っている。光電
流スベクトルの光キャリアー密度依存性と電界強度依存性の測定から，光吸収飽和が，ワニヱ・シュタル
ク局在効果と高密度ー光キャリアーによる超格子内部の電界遮蔽の相乗効果によって生じていることを見出
している。さらに，光吸収飽和時における光電涜:11力とフォトルミネッセンス強度の電界強度依存性をド
owler-Nordheimトンネリング・モテリレに基づいて解析することより，上記の電界遮蔽効果の詳細を明ら
かにしている。また， このような光吸収飽和特性を利用することにより，光信号微分素子が実現できるこ
とを示している。
最後に，超短光ノ~)レス照射によって超格子に生成された高也:度光キャリアー輸送の動的特性について検
討を行っている。光電流およびフォトルミネッセンスの時間分解測定から，それらのバルス応答に数ナノ
秒の裾引き(ロングタイム・テイル)が生じることを見出し，超格了内部の光キャリアー明間分自の時間
変化に関するシミュレーションから，この現象が光キャリアーによる内部電界遮蔽に起因するキャリアー
輸足特性の低下によって引き起こされることを明らかにしている。
以上のように，本論文は，実験と理論の両面から超格子SEEDの動作特性を明らかにしている。これら
の成果は.超格子をベースとした光機能性素子開発の出針を示すものであり，光物性工学ならひiこ光エレ
クトロニクスに寄与するところが大きい。よって，本論文の著者li，博士 CL学)の学院を受ける資絡を
有するものと認める。
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